UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
| PODZESPOLY s
ELEKTRONICZNE

Elementy pélprzewodnikowe
Tranzystory

BUYP 52, BUYP 53, BUYP 54

BN-80
3375-32.01

Zamiast
BN-72/3375-16.06

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s@ szczegdto-

we wymagania dotyczace krzemowych tranzystoréw n-p-n

dutej mocy, matej czestotliwoéci, wykonywanych techno-

logia potréjne] dyfuzji, konstrykcji MESA, typus BUYP 52,

BUYP 53, BUYP 54 w obudowie metalowej, do zastosowah

profesjonalnych oraz w urzadzeniach wymagajacych zasto-

sowania elementédw o wysokiej i bardzo wysokiej jakoéci,
Tranzystory przeznsczone sa de pracy w uktadach zasi-

laczy i uktadach regulacyjnych dukej mocy.
Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550 - dla tran-

zystoréw

podwy2 szonej jakoéci - 40/100/10,

wysoklej jakosci - 40/100/21,

bardzo wysokiej jakosci - 40/100/56.

2. Przyktad oznaczenia tranzystoréw

a) podwyi szone] jakoécl:

TRANZYSTOR BUYP 52 BN-80/3375-32.01 40/100/10
b) wysokliej jakoécl:
TRANZYSTOR BUYP 52 BN-80/3375-32,01 40/100/2%

Ld

¢) bardzo wyéokiej jakosei:
TRANZYSTOR BUYP 52 BN-80/3375-32.01 40/100/56

3. Cechowanie tranzystordéw powinno zawieraé hastepu-

jace dane:

a) nazwe producento fub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu (podtypu),

c) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wysokie] |
bardzo wysokie] jakosci.

Tranzystory‘ wysokiej jakosci powinny byé znakowane
cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakoéci cyfra 4, u-

mieszczona przed oznaczeniem typu.

4, Wymiary i oznaczenia wyprowadzet tranzystoréw -

wg rysunku.i tabl. 1.

Elementy obudowy - wg PN-72/T-01503:
obudowa C14B - wg arkusza 60 ww. normy,
podstawa B18 - wg arkusza 33 ww. normy.

Oznhaczehie obudowy stosowane przez producenta- CE 20.
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Obudowa CE 20
Kolektor jest elektrycznie potaczony z obudowa,
\ Zgloszona przez Nauvkowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materialéw Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 25 czerwca 1980 r.
joko norma obowigzujqca od dnia 1 stycznia 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1980 poz. 62)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1980.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,15

Nokt. 2800455 Zam., 2787/80 Cena zit 7,20



2 ‘ BN-80/3375-32, 01

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 20

Wymiary, mm
Symbol wymiaru minimalng nominalne maksymezlne
A - » ' 8,6
42, ) 0,97 - fie
4D ‘ _ » 22,8
d » 5, 46 =
T
P _ 2 3,8
I 8,0 - 13,9
ép 3,84 - 4, 21
29, 90 - 30, 40
R, _ . s 13,5
R, = - 4,8
g - 16,89 “

5. Badania w gruple A, B, C i D - wg BN-80/3375-32.00
p. 5.1.

6. Wymagania szczegétowe dotyczace badarf grupy A, B,
ciD

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiaréw A, #D,

| wg rysunku 1 tabl. 1,

b) badania podgrupy A 2 - sprawdzenie podstawowych
parametréw elektrycznych wg tabl. -2,
c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzednych

parametréw elektrycznych wg tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenle parametréw ele-
ktrycznych w t, . = 125°C (poziom 111 i IV) wg tabi. 4,

e) badania podgrupy B1 i C1:

- sprawdzenie wytrzymatoéci mechaniczne] Wyprowa-

dzefi: prdba Ub, metoda 1,
- sprawdzenle szczelnosci: préba Qk, poziom niesz-

czelnoéci 1,5 - 1073 Pa-dm3/s,

f) badania podgrupy B3 - sprawdzenie wytrzymatos$ci na

spadki swobodne; potoZenie tranzystora w czasie spadania

wyprowadzeniami do géry,

g) badania podgrupy B4, C4 - sprawdzenie wytrzymato$-
ci na udary wielokrotne; mocowanie za obudowe,
h) badania podgrupy B5 i C5 - sprawdzenie wytrzymatoé-

ci na nagte zmiany temperatury - T = -40C'C, TB = ISSOC,

A

i) badania podgrupy B6 i C6 - sprawdzenie odpornoéci

na narazenia elektryczne: uktad OB wg PN-78/T-01515.

o
tabls &, tﬂmb= 25 C, UCE =% 7UCEO max’
i) badania podgrupy C2; AQL - 4,0:

- sprawdzenie parametréw elektrycznych wg tabl, 2,

- wd i ci na rgco -
sprawdzenie odpornosci na suche gorac tamb max =

= 100°C,
- sprawdzenie odpornosci na zimno - Camb win ™ _ao°c,
k) badania podgrupy C3 - masa wyrobu 15 g,
|) badania podgrupy C#4:
- sprawdzenie wytrzymatoéci na przyspieszenie state:

kierunek probierczy wzdtu: osi wyprowadzer, mocowa-
nie za obudowe,

- sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrothe: mo-
cowanie za obudowe,

- sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje o statej czes-

totliwo$ci: mocowanie za obudowe,

m) badania podgrupy C7 - sprawdzenie wytrzymatosci
o

na zimno - tstg min ™ ~40 C,

n) badania podgrupy C8 - sprawdzenie wytrzymatodci

o

na suche gorgaco - tstg mazr = 195 C,

o) badania podgrupy C10 - sprawdzenie wymiaréw wg
rysunku i tabl. 1,

p) badania podgrupy D1 (poziom Il i IV) - sprawdzenie

odpornoéci na niskie cisnienie atmosferyczne: temperatura
naraZenia 2500,

r) badanie podgrupy D4 - sprawdzenie wytrzymatoéci na
ple$fi - po badaniu brak porostu pleéni,

s) badanie podgr‘upy D5 - sprawdzenie wytrzymatosci na
mgte solna: potoZenie tranzystora dowolne, |

t) parametry elektryczne sprawdzane w czasie | po ba-

danlach grupy B, C i D wg tabl, 5.

7. Pozostate postanowienia - wg BN-80/3375-32.0

_T__a_bllca 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom I, 11 i 1V)

Wartosci graniczne
Oznaczenie litero- |Metoda pomiaru wg . .
Warunki pomiaru Jednostk BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54
b we parametru PN-74/T-01504 wrHEEL Femte " :
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
UCB =80V, IE =0 = 5 = = - s
1 I ark. 05 P - mA _ - _ 4 - _
CBO UCB 50 Vv, IE 0
= = - -— - - - 3
UCB 30 V, I_E 0




BN-80/3375-32, 01

3.
cd, tabl. 2
Wartoéci graniczne
' Oznaczenie |itero- | Metoda pomiaru wg
L -, - -
P we parametru pN_74/T_01504 Warunki Pomlaru Jednostka| BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54
min max min max { min | max
1
1 2 3 4 5 6 7 8 _9 10 11
I.=1A
T C
2 U(BR)CEO) ark. 07 o Y, 70 | - 50 - 30 =
E -3
IE = 10 mA
3 U ark, 04 \V 5 - 5 - 5 -
(BR)EBO [ =0
C
I . =5A
- 10 - 10 - 10 -
U..=5V ‘
CE
4 hzu:i) ark. 08
IC =0,5A &
- 10 - 20 - 20 -
ch“ 5V
1)Pomiar- impul sowy: t, &< 300 ps, §=<2%.
Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2(poziom I, 111} v) -
Wartoéci graniczne
Oznaczenie Metoda pomiaru wg
Lp.|literowe pzra- PN-74/T-01504 Warunki pomiaru Jednostka BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54
metru
min | max | min max min | max
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11
I.=0,5A, I;=0,05A \YJ - -10,35 - }o,35 - 0, 35
1 Ung e ark. 06
IC=5A, IB=O,5A v - 2 - 2 - 2
IC=0,5A, IB=0,05A v - 1 - 1 - 1
2 UBE sarq ark. 06
1_C=5A, IB=0,5A \/ - 2 - 2 - 2
I.=0,5A, U. =10V
3 f ark. 24 € CE MHz 10 - 1(_) - i0 -
g f =5 MHz B
f) Pomiar impulsowy: t, =< 300 us, 0=2%.
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu pocdgrupy A4 (poziom it i )
Wartoscl graniczne
Darmezenis Metoda pcmiaru wg
Lp. literowe PN_74/T-01504 Warunki pomiaru Jednostka | BUYP 52 BUYP 53 J BUYP 54
parametru
min max | min max min max
1 2 3 4 5 6 7 a8 9 10 11
Uog =80V, I.=0
- 20 - - - =
tymp = 125°C
Uy =50V, =0
k. mA - - - 20 - -
' leso ik tymp = 125 C
U..=30Vv, I_.=0
CB N s - _ _ - _ 20
tgmp = 125 C
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e e 2

ablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie | po badaniach grupy B, CiD (poziom 1, HI i IV)

Wartoéci gr‘aniﬁzne
Oznaczenie Metoda
Lp. literowe pomiaru wg Warunki pomiaru Podgrupa badaf Jednostka [BUYP 52|BUYP 53|BLUIYP 54
' parametru |PN-74/T-01504
min |[max | min|max|min | max
1 2 3 4 5. 6 7 8 9 |10 (11 |12
UCB=BO V, IE~0 Bl, Bs' B4, BS’ - 5 - - - -
C1, C4, C5, C7
Ug=50V, I,=0 i i bw dald | = |e
co, D1
UCB==30V, IE-O w P [lse o ¥ £33
mA
UCB 80 V, IE =0 B6, C6, C8 {1 -« 20| - o - -
1 ICBO- ark. 05 UCB‘ 50v, I:=0 w Poe Tom |3 Pa [T
UCB=30 vV, .IE-O o - - |20
Usg =80V, I, =0 ez v 180 w L | Fw
UCB==50v, 1“,:-0 mA - | - = hEn ] & U s
Ug =30V, I=0 i lw | = | =1« |
B1, B3, B4, Bs,
C1, C2, C4, Cs, 10{~- |20 - j20 ]| -
Ueg=5V c7, c9, D1Y)
2 h.. .2 ark. 08. N
1E - ;
- I.=0,5A B6, C6, C8 : 5= | 8]l=]|5]~
cz24) 51| - 5]-15]-
1)W czaslie badania.
z]I-'-‘omlar impulsowy: t,, « 300 ps, des2%.
3)W czasle badania odpornoéci na suche goraco.
‘)W czasie badania odpornosci na zimno.
KONIEC

INF ORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produk-

cyjne Centrum Pdétprzewodnikéw - Warszawa.

2. Istotne zmiany w_stosunku do BN-72/3375-16. 06

a) doprowadzono postanowienia normy do zgodnoéci z
BN-80/3375-32. 00,

b) wprowadzono nowa, rozszerzong klasyfikacje jako$-
ciowa dzielaca tranzystory na trzy poziomy jakofciowe.

3. Normy zwiazane

PN-73/E-04550. 00 Wyroby elektrotechniczne. Préby éro-

dowiskowe. Postanowienia ogdlne

PN—'?Z/T-01503. 33 Elementy péiprzewodnikowe., Zarys i
wymiary. Podstawa B18

PN-72/T-01503. 60 Elementy pdiprzewodnikowe. Zarys

‘ I wymiary. Obud>wa C14

F’N—'H&/T-OI&OAt. 04 Tranzystory. Pomiar napigeé przebicia
U(BR)CBO iU(BR)EBO

PN-74/T-01504. 05 Tranzystory. Pomiar pradéw wstecz-

nych ICBOi IEBO

PN-74/T-01504.06 Tranzystory. Pomiar napigcia nasy-

cenia UC i U metoda impulsowa

E sat BE sat



Informacje dodatkowe do BN-80/3375-32, 01 ) | 5

'PN-74/T-01504. 07 Tranzystory. Pomiar napieé przebicia BN-80/3375-32, 00 Elementy pétprzewodnikowe. Tranzys-

U(BR) CEO’ U(BR) CER' U(BR) CEs'’ U(BR) cEx™® tory mocy, matej czestotliwoéci. Wymagania i badania
toda impulsowa 4

PN-74/T-01504.08 Tranzystory. Pomiar [h

. Symbol wg KTM

ZIE] metoda BUYP 52 - 1156232201002,

BUYP 53 - 1156232202003,
PN-74/T-01504. 24 Tranzystory. Pomiar modutu hzie w BUYP 54 - ”55232203004'

impulsowa

zakresie w.cz. | czestotliwoéci |,

5. Wartosci dopu zalne - tabl, -1 1 . 1=1.
PN-78/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe, Ogélne wy- - I Puszczalne - wg tabl. I-1 Trys. I-1

magania | badania

6. Dane charakterystyczne ~ wg tabl. -2 { rys. 1~2 ¢ I~5.

Tablica 1-1
. Wartosci dopuszczalne
Lp. iR Nazwy pzrametru Jednostka '
parametru BUYP 52 BUYP 53 BUYF"54
1 2 3 4 5 6 7
1 UCBO napigcie kolektor-baza AV 120 80 40
igci —emi 3
2 UCEO napigecie kolektor-emiter v 70 50 0
3 UEBO napigcie emiter-baza vV 5
4 IC prad kolektora A 5
5 IE prad emitera A 6
€ IB prad bazy A 1
| catkowita moc wejéciowa (stata lub $red-
7 P nia na wszystkich elektrodach) przy w 50
_ »&0
tease = 257C
8 t; temperatura ztacza oc 155
S Lol temperatura otoczenia W czasie pracy o © =40 + 100
10 - temperatura przechowywania g -40 + 155
Rezystancja termiczna o Rezystancja termiczna 3 DC W
ztacze-obudowa 'R!h(j—c) <26C/W ztacze-otoczenie Rth (J'-a)é sc/
Piot [5uvp 52
[W]| BUYPS3
BUYP 54
70
60
Uee=0...20V
TN
Ugg=30V
4011 N
Utg = 40V A
I ‘ Rth '-c
30| Ugg = 5OV (i-c)
Ugs = 6OV
20 ch= 70V N
10 ‘ S
Ren(j-a
T =~ b

0 30 60 g0 120 teqse [ot]

[BN-80/3375-32.01-1-1]

Rys. I-1. Zalezno$¢ temperaturowa mocy start od temperatury

Ptut - f(tcase)



. Tablica I-2

-

Typ
]
Lp. |Oznaczenie parametru Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka BUYP 52 BUYP 53 BUYP 54
min { typ max min typ max min typ max
o _
1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Usg =80V, I.=0 - 0,5 | 5,0 4 5 B - ” -
1 ICBO prad zerowy kolektora UCB = 50 V, IE =0 mA - - - - 0,5 | 4,0 ” = i
| UCB=30 v, IE=O - - - - - - - 1,5 3,0
IC = 10 mA '
2 U(BR) —— napiecle przebicia kolektor-baza IE e v 120 | 180 _ 80 100 _ 40 €0 _
IC =1A
3 ieci k —-emi = \/ 70 100 - 50 60 - 30 40 -
U(BR) CED napiecie przebicia kolektor-emiter IB 0
IE = 10 mA
4 U(BR) £BO napliecie przebicia emiter-baza I.= Vv 5 8 - 5 8 - 5 8 -
1.=0,5A ,
5 R 1) statyczny wspdtczynnik wzmocnienia pra- UCE =5V 10 - 150 20 = 150 | 20 - 150
21E dowego (w uktadzie wspdlnego emitera) : 2 A _
C =
U =5V 10| - |120 | 10 - | 120 |10 - | 120
CE
) [.=0,5A
6 CE sot napiecie nasycenia kolektor-emiter lg' 0,05 A A4 - 0,13} 0,35 - 0,13 0,35 - 0,13]| 0,35
IC =0,5A
7 Ugg i napigecie nasycenia baza-emiter IB= 0,05 A V] ” 0,7 | 1,0 - 0,7 | 1,0 » 0,7 | 1,0
IC = 5A
8 UCE sati) napigcie nasycenia kolektor-emiter IB =0,5A iV - 0,8 | 2,0 - 0,8 2,0 - 0,8 2,0
IC =5A
9 UBE sat‘) napiecie nasycenia baza-emiter IB =0,5A V4 - 1,2 2,0 - 1,2 2,0 _ 1,2 2,0
[.=0,5A
10 f czestotliwo$E graniczna Upp=5V MHz 10 | 25 - 10 25 - 10 25 -
T ' f=5MHz
11 tor czas wiaczania I.=5A - | o8 |20 - o8 | 20| - 0,8 | 2,0
12 toff czas wytaczania by =3 A us - t,2 | 39 - 1,2 ]30] - 1,2 { 3,0
13 ty czas opadania Igp=0,25 A = 1,5 | 2,0 - 1,5 | 2,0 _ 1,5 | 2,0

1)Pomiar impul sowy: ty <300 us, d=<2%.

{10 "Z€-S2€€/08-NE Op 8mo>iBpop 328w Jou|




informacje dodatkowe do BEN-80/3375-32, 01 7

200 [T Ig| Buyp52
Ueer tomp = 25°C [A]| BUYP 53
['\;JU LonIA : , , 7| BUYPS4 ’_
6 tam'-'ZS'C
100—— ===
Buyps2 1
50 suvpssﬂ
' BUYP B4
0

0,01 04 1 10 Rpg [kQJ100

[BN-80/3375-32.01-1-2]

Rys. 1-2. ZaleinosSé napiecia kolektor-emiter od
rezystancji bazy UCER =f( RBE)

0 1 2 3 4 Uge V)

(BN-80/3375-32.01-1-4)

1 r g
IU ‘.?3 gﬁ:';gg Rys. 1-4. Charakterystyka wyjsciowa IC=f( UCE)
¢ wn I_ - parametr
B
(4] -1 BUYPS4
N &
o N~ 2 200
L tepse=2%°C I BUYP 52
Obszar pracy IC = haeg | BUYP 53
Nl BUYP 54
% = 100
q -
SN =t
sHNE _
2N 3
wN S Uge = 5V°
2| \& T e 02 m
> - ; & ms
=] v P = 20ms
S
01 ]
10
0,01 |
1 10 Uge [V] 100
(BN-8073375-32.011-3] A ]
0.1 1 I:[A] 10
Rys. I-3. Dcpuszczalny obszar pracy w zakresle 1.+ U, [BN-80/3375-32.01-1-5]

Rys. 1-5. Zalezno$¢ statycznego wspdtczynnika wzmocnle-
nia pradowego od pradu kolektora hzlE = f( IC)



